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5 — Méfeni tloustky tenké vrstvy rtg odrazivosti

Zadani

1. Zmétte tloustku tenké vrstvy za pomoci rtg odrazivosti.
Teorie

Odrazivost rentgenového zafeni zavisi na thlu dopadu. Této znalosti vyuzijeme pro stanoveni
tloustky tenké vrstvy. Graf odrazivosti mé vyraznd minima a maxima zptisobené interferenci, kterou
zpusobuje ona tenkd vrstva. Pro uréeni tloustky vrstvy ¢ pak mtizeme pouzit néasledujiciho vztahu

m _ A
(B0m)2 — 92, = A, (1)

m zde znaci poradi maxima, 0%‘1] je kriticky thel materidlu a A je vinova délka zafeni. Simulaci
muzeme provadét pro znamé optické parametry. Simulovany vipocet je zavisly na drsnosti rozhrani
a tloustce vrstvy, které lze zadat do vypoctu. Tyto nasimulované hodnoty by pak mély co nejlépe
odpovidat hodnotam, které jsme urcili z méfeni.

Vysledky

Proméfena byla vrstva Ni na Si substratu. Vzorek mél rozméry 10 x 30 mm, pouzitd spektralni
¢ara je CuK\1, vinovéa délka této ¢ary je 1.54056 A. Rozméry svazku byly 0.3 x 8 mm. Kritické ahly
pro Ni a Si jsou 0.4° a 0.22°.

V nasledujici tabulce jsou uvedena maxima, jejich polohy a tloustka vrstvy, kterd by tomuto odpo-
vidala. Prvni maximum bylo pod kritickym tthlem a nebylo tedy mozné pouzit vysSe zminény vzorec.
Hodnota tedy v tabulce chybi.

Tabulka 1: Vysledna tabulka

max Poloha max [°] Tloustka [nm]
1 0.36 nic

2 0.57 22.5912
3 0.76 20.4886
4 1.00 19.5035
5 1.22 19.1459
6 1.46 18.7198
7 1.75 18.1336
8 1.97 18.3036
9 2.17 18.5362
10 2.42 18.4915

Vysledna tloustka je ¢t = (19.2 £ 0.6) nm. Pro simulované hodnoty vychézi ¢ = 17.6 nm, drsnost
vrstvy o, = 0.69 nm a drsnost substratu o; = 0.75 nm.
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Obrazek 1: Simulovana a namérend reflektivita, ¢isly jsou oznacena maxima uvedend v tabulce.

ZAvér

Na vzorku byl uveden orienta¢ni idaj pro tloustku vrstvy, a to 20 nm. Z toho vyplyvé, Ze méteni
bylo ispésné, nebot zjisténa hodnota (19.2+0.6) nm tomuto udaji velmi dobfe odpovidé. Se simulaci
orientacni hodnota koresponduje ponékud hiif, je mozné, Ze zvolené parametry nebyly nejvhodné;jsi.



